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Аморфні, кристалічні і наноструктуровані халькогенідні 

напівпровідники володіють унікальними електронними та оптичними 

властивостями що зумовлює широкий спектр їх практичного 

використання в інформаційних технологіях (оптичні накопичувачі, 

оптичні передавачі, надшвидкісна оптична обробка даних та ін.), 

фотолітографія, відновлювана енергетика (високопродуктивні сонячні 

елементи, тверді електроліти), медицина, теплові зображення, сенсори 

та біосенсори. Завдяки унікальній комбінації інфрачервоних 

властивостей, оптичної активності, структурних особливостей та 

фотосенситивності а також високій оптичній нелінійності халькогеніди є 

середовищами для розробки на їх основі багатофункціональних 

елементів фотоніки для надшвидкісних систем повнооптичної передачі і 

обробки інформації. Особливий інтерес в контексті дослідження 

структури халькогенідів та її зв'язку з їх фізико-хімічними та оптичними 

властивостями викликають взаємодія "світло-матерія" і стимульовані 

явища фотоструктурних перетворень. Локальні структурні зміни і 

можливість керованої селективної перебудови властивостей 

халькогенідів призводить до значних успіхів їх використанні в фотоніці, 

нанофотоніці та технолігіях наносинтезу. Останнім часом значні зусилля 

в цьому напрямку зосереджені на дослідженні ультратонких 

халькогенідних плівок та наношарів в контексті поверхневих станів, 

поверхневої морфології, хімічної структури, фототрансформації, 

індукованого масопереносу, процесів старіння тощо [1]. 

В даній роботі було здійснено наноструктурований керований  

каталітичний синтез нанокристалітів As-S. В якості каталізатора росту 

наноструктур використовувались сферичні наночастинки золота різних 

розмірів (5, 20, 40 та 60 нм) попередньо нанесені на поверхню 

кремнієвої підкладки. Підкладки були розміщені в кварцовій трубці в 

нижній частині потоку газу носія і витримувались при температурі 

100 °С протягом синтезу. В якості вихідного матеріалу для синтезу 

використовувались високочисті стекла As2S3. Пар одержувався 

сублімацією порошку As2S3 при температурі 300°C і його потік 
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напрямлявся вниз до газом носієм H2/As. Каталітичне термічно 

ініційоване хімічне осадження з парової фази призводило до росту 

нанокристалітів на поверхні плівок As2S3.cУтворення кристалітів на 

поверхні плівок As2S3, їх розміри і форма добре визначаються за 

допомогою скануючого електронного мікроскопу (Рис. 1). 

 

Виявлено, що Раман 

спектри отриманих структур 

демонструють кристалічно-

подібну спектральну 

поведінку та містять суттєві 

відмінності у порівнянні з 

відповідними спектрами 

стекол та кристалічних форм 

As2S3. Основні смуги в 

поверхнево-підсилених Раман 

спектрах синтезованих плівок 

виявлені при 168, 192, 218, 

228, 307, 312, 328, 341, 362, 

368 та 386 см
-1

. Аналіз 

показує що спостережувані 

смуги не є характерними для 

замкнутих молекул типу 

As4S4 (реальгар та 

парареальгар) і As4S3, які 

детектуються в Раман 

спектрах свіжонапилених плівок As2S3 при звичайному термічному 

напиленні. Моделювання структури замкнутих нанокластерів типу As4Sx 

[2] та розрахунки Раман спектрів методом функціоналу густини 

вказують на присутність молекул As4S5 в експериментальних спектрах. 

Проведена структурна характеризація показує що кристаліти побудовані 

із замкнутих молекул As4S5 з'єднаних між собою слабкими Ван дер 

Ваальсовими силами і формують кристали пентасульфіду тетрамиш'яку 

(мінерал - узоніт). 
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Рис. 1. Поверхнева морфологія і розподіл 

кристалітів As-S на поверхні наношарів 

As2S3, синтезованих з використанням 

наночастинок золота. 




